Исследование приповерхностных слоёв твёрдых тел с помощью пучков заряженных частиц на электростатическом генераторе EG5.
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1. Одной из задач, которые были выполнены с помощью измерительной системы с использованием EG5, было изучение влияния процесса имплантации на свойства поверхностных слоев полупроводников. В этих исследованиях использовались ядерные методы RBS, ERD и RBS/NR. Полученные результаты были представлены на международных конференциях иования многослойных структур и орналах. [1-14]. Интересными вопросами, представленными в вышеупомянутых работах, были:
a) исследования многослойных структур и образование переходных слоев под действием ионных пучков [1,2];
b) влияние изменения атомного состава природных оксидов на поверхности имплантированных полупроводников на их оптические свойства [4,5,9,10];

c) Изменения концентрации атомов в пористых системах, вызванные ионной имплантацией [6,7,12,13,14];

d) Определение коэффициентов диффузии атомов In в имплантированном GaAs [8];

2. Другой вопрос, который был исследован, было изучение поверхностных слоев металлов и их сплавов после ионной имплантации. Исследовано влияние радиационных дефектов на процесс смещения атомов в поверхностных слоях 15,16].
3. Другим исследованием было использование ионных пучков для облучения твердых тел с целью изменения их физических свойств [17].

4. Анализ тонких слоев, используемых в различных областях электроники [18- 24]
Investigation of near surface layers of solids state, with the help of the EG5 electrostatic generator.
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1. One of the tasks that were performed with the help of the measuring system using EG5 was to study the effect of the implantation process on the properties of the surface layers of semiconductors. In these studies, the nuclear methods like RBS, ERD and RBS / NR were used. The results obtained were presented at international conferences and published in international journals [1-14]. Interesting questions presented in the above works were:

a) studies of multilayer structures and the formation of transition layers under the influence of ion beams [1,2];

b) investigations of effects of changes in the atomic composition of native oxides layers on the surface of implanted semiconductors on their optical properties [4,5,9,10];

c) Changes in the concentration of atoms in porous systems caused by ion implantation [6,7,12,13,14];

d) Determination of the diffusion coefficients of In atoms in implanted GaAs [8];

2. Another issue that was investigated was the study of surface layers of metals and their alloys after ion implantation. The effect of radiation defects on the displacement of atoms in surface layers has been investigated [15,16].

3. Another study was the use of ion beams to irradiate solids in order to change their physical properties [17].

4. Analysis of thin layers used in various areas of electronics [18- 24]

